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Linhas de transmissdo, analise de redes. Casamento de impedancia. Dispositivos ativos para RF e
micro-ondas (diodos, transistores BJT e FET). Amplificadores de RF e micro-ondas.
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OBJETIVOS GERAIS

Prover ao discente conhecimentos especificos sobre projeto e analise de circuitos eletrénicos
gue operam nos espectros de RF e micro-ondas..

METODOLOGIA

» Exposicao teodrica apoiada em livro-texto;
» Discusséo e resolucédo de problemas em Engenharia de RF e Micro-ondas.
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PROGRAMA

1 — Linhas de Transmissao:

1.1 — Modelo de circuito a parametros concentrados;
1.2 — Linhas de transmissao sem perdas;
1.3 — Reflexdo, transmissdo e taxa de onda estacionaria;
1.4 — Carta de Smith;
1.5 — Linhas de transmissdo com perdas.

— Anadlise de redes:

2.1- Matrizes de impedancia e admitancia;
2.2— Parametros de espalhamento;
2.3— Circuitos ressonantes;
3 — Casamento de impedancia:
3.1- Casamento de impedéncia com elementos concentrados (redes L);
3.2— Transformador de quarto de onda;
3.3— Redes de banda larga para casamento de impedancia;
— Dispositivos ativos para RF e micro-ondas:
4.1- Diodos;
4.2— Transistor bipolar de juncéo (BJT);
4.3— Transistor de efeito de campo (FET);

4.4— Caracterizacdo e analise de circuitos com diodos, BJTs e FETs nos espectros de RF e
micro-ondas;

4.5— Amplificadores para RF e micro-ondas;
5 — Amplificadores de RF e micro-ondas:
5.1- Projeto de amplificadores usando parametros S;
5.2— Estabilidade;
5.3—- Amplificadores de banda larga;
5.4— Amplificadores de poténcia.
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